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Inici > Investigadors del BSC presenten parametres de temps fiables per STT-MRAM

I nvestigador s del BSC presenten parametres de temps fiables per
STT-MRAM
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Barcelona, 2-5 d’Octubre de 2017.- Investigadors del BSC han publicat €ls primers parametres de temps
fiablesi detallats de la memoria Spin-Transfer Torque Magnetic Random Access Memory (STT-MRAM

), permetent una simulacio fiable anivell de sistema d’ aquesta tecnologia. Els parametres ha sigut avui
presentats a la conferénciatitulada The International Symposium on Memory Systems 2017 (MEMSY S) que
téllocentreel 2i e 5 d octubre de 2017 alaciutat de Washington DC. L’ enfocament del BSC en la
simulacié de memoria STT-MRAM s harealitzat amb la cooperacio d’ Everspin Technologies Inc., lider
mundial en el disseny i produccié de STT-MRAM .
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Figura 1. Amb aproximadament 10 anys d’'edat, STT-MRAM esta atrapant rapidament la tecnologia tradicional DRAM. A
lafigura esmostralalinea del temps versusla capacitate de desenvolupament del chip, i espot observar clarament com la
bretxa entre aquestes dues technologies minva a gran velocitat.

STT-MRAM és unatecnologia de memoria prometedora amb un conjunt de propietats molt atractivestals
com lano-volatilitat, byte-addressability i una altaresistencia. Té el potencial per convertir-se en lamemoria
universal que podriaincorporar-se atots els nivells jerarquics de memoria. Com amemoria principal, STT-
MRAM esta atrapant rapidament la tecnologia DRAM madura, tal i com es mostraalafigural;, com a
resultat, ha atret un notable interés per part d’ un gran nimero dels principal s fabricants de memoria. No
obstant, lainvestigaci6 académica actual en STT-MRAM és marginal, degut principament a que no s han
estandarditzat ni compartit per cap industria parametres de temps ben definitsy fiables. D’ aquesta manera,
elsinvestigadors segueixen tenint problemes per arealitzar una simulacié de memoria STT-MRAM fiable.

“Un esforg intensificat en lainvestigacio de STT-MRAM per part dels fabricants de memoria pot ser
indicatiu que unarevolucié amb la tecnologia de memoria STT-MRAM ésimminent, i esperem veure molts
assoliments interessants en aquesta tecnologia en el futur proxim. Ara que s han publicat parametres de
temps detallats i fiables, instem fortament al’ académia que explori les oportunitats que aquesta tecnologiaté
per oferir” conclou Petar Radojkovic, lider de Memory Systems for HPC al BSC.

Amb I’ objectiu de superar aquest problema, |’ estudi del BSC analitzaafonsi publica parametres de temps
detallats sobre lamemoria STT-MRAM per afacilitar unasimulacio fiable anivell de sistema d’ aquesta
tecnologia. L’ estudi es basaen el fet que els dispositius de memoria STT-MRAM estan i seran incorporats
en €l protocol i interficie de DDRYX, indicant que la majoria de timings no canviaran de lamemoriaDRAM a
STT-MRAM. En quan als parametres que si que son diferents degut ales diferencies entre les cél -lules

d’ emmagatzematge DRAM i STT-MRAM, el millor que es pot fer és un analisis de sensibilitat d’ aguests.

L’ estudi també suggereix rangs raonables per a aguests timings que es verifiqguen amb productes
comercialitzats.
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Figura 2: Kazi Asifuzzaman (estudiant pre-doctoral al BSC) presentant ala MEM SY S Conference 2017.

Finalment, elsinvestigadors del departament de Computer Science del BSC han incorporat perfectament
parametres de temps de STT-DRAM en un simulador de memoria DRAMSIm2 i s ha utilitzat com a part de
lainfraestructura de ssmulaci6 de sistemes de computacio d’ altes prestacions. Els resultats d’ aguestes
simulacions mostren que lamemoria STT-MRAM proporcionara un rendiment comparables als sistemes
DRAM, brindant oportunitats per les millores en els sistemes de computacio d’ altes prestacions. Aquests
resultats son també part del projecte europeu ExaNoDe (European Exascale Processor & Memory Node
Design).
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